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HEHORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un método o procedi­

miento para la  producción de m icroresistencias de gran r e s i s t iv i­

dad a la  difusión, de la s  que se emplean en el campo de la  micro- 

electrónica.

Se conoce un procedimiento para producción de resisten ­

c ias de re sistiv id ad  de difusión, que comprende, en términos gene 

ra le s, la s  siguientes operaciones: Lavado de la  superficie de un 

semiconductor laminado, de determinado tipo de conductividad; pre 

difusión de lo s átomos no pares, que den el tipo de conductividad 

opuesta; apartado de lo s átomos no difusores, de su superficie; 

obtener, consiguientemente, un fuerte conductor difusor de lo s 

átomos de impurezas en la  r e j i l l a  de c r is ta l  de la  lámina semicon 

ductora, por medio de un tratamiento al calor en una atmósfera 

in terte , y luego en una atmósfera oxidante; en este proceso, al 

fin a l de la s  operaciones, lo s  re sisto re s o resisten cias difundi­

dos son recubiertos por un óxido aislan te .

Aunque este método comprende c iertas ventajas y es r e a l i­

zable para la  producción de un gran número de resostencias en un 

substrato, no prevé la  posibilidad de resisten cias de pequeña su­

perficie  de área y que ta tan al mismo tiempo gran resisten cia . 

Como resu lta , por ejemplo en el tipo MOS IC, lo s  conductores de 

transconductancia lenta, se emplean como m icroresistencias, cuya 

entrada es conectada diráctamente a l voltaje de alimentación u 

otro voltaje  especialmente previsto, siendo este voltaje constan-- 

o intermitente. El empleo de lo s  tran sistores tipo HOS en este 

terreno es ventajoso respecto a l ahorro del área de su superfi­

cie, pero producen complicaciones de importancia, especialmente 

s i  l a  alimentación es efectuada directamente a l a  entrada del 

conjunto de tran sisto res. Par? una entrada separada de control 

se requiere una banda separada, con medios adecuados, hecha en
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;a una perdida o des'metal, pero en los que se presenta una perdida o desventaja en el 

área de su superficie, y un decrecimiento en su escala de in tegra­

ción, y ello  es una sigh ifica tiva  desventaja en la  u tilización  

de estos transistores de tipo MOS. Otra desventaja de estos apa­

ratos es el incremento de su fina área de óxido, lo  que lleva di­

rectamente a una reducción de su rendimiento y su calidad como rej- 

sultado del incremento de posibilidad de rotura de su fina capa 

de óxido, que de esta forma aparece más sensible. Otra de la s  

desventajas de lo s  aparatos de este mismo tipo MOS IC con tran sisto ­

res tipo MOS es la  reducción de su rapidez, y también, l a  necesidad 

de un alto  voltaje supletorio de alimentación como resultado de 

su fa lta  de lineabilidad y de lo s efectos de desgaste que carga 

lo s tran sistire s  del tipo MOS. El uso de a lto s voltajes perjudi­

ca, por otra parte su resisten cia: la  necesidad de un alto emp!eo 

de voltaje en la s  regiones de difusión, y, como consecuencia, un 

mayor canal, gran superficie de transistores y, fonalmente, una 

pequeña escala de integración, una a lta  capacidad de parásitos, 

y una reducida aceleración en estos tipos MOS IC; in incremento 

de desgaste y consumo del poder de disipación derivado también de 

la  corriente de alimentación; un incremento del peligro de la  to­

ma o entrada y también la  formación de una mayor capa de óxido 

que resu lta perjudicial especialmente para a l escala de inegracióa 

del circuito integrado; llevando a ser tran sistores de parásitos 

lo s cuales producen un aislamiento de óxido excesivo por l a  nece­

sidad de precisar de una gran capa de óxido para recib ir el v o lta ­

je , y asimismo, llegarse  a una mayor reducción en la  escala de in ­

tegración del IC como resultado indirecto; así como una incompa­

tib ilid ad  de lo s altos voltajes en el MOS IC cuando se usan en 

tran sistores bipolares y c ircu itos, bipolares.

Se desprende de lo que antecede que e l uso de lo s  tran­

sisto re s tipo MOS producen notables complicaciones en un gran 

número de MOS IC combinados o no con transistores bipolares en
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circuitos integrados. Por intriducci5n conveniente de microre- 

sisten cias en lo s  tran sistores tipo MOS, todos estos inconvenien­

tes quedan eliminados en condiciones que hacen posible su produc­

ción y uso de manera conveniente en una eficiente producción t e c ­

nológica compatible con una completa tecnología para la  producción 

de circu itos integrados.

El método de implantación de ion es conocido, y es usado 

para obtener capas o láminas con elevadas resisten c ias. En este 

método, en lugar de introducir átomos impuros en el semiconductor 

por medios de difusión, lo s  iones impuros son acelerados por e fec- 

to de una energía de 80 a 300 keV, y también por medio de un d is­

positivo de concentración, separando lo s  iones por masa; lo s  ione 3 

de impureza requerida son seleccionados y directamente hacia la  

superficie del semiconductor. Este método, sin embargo, produce 

grandes daños en el semiconductor, en la  superficie de éste, y 

la s  capas a islan tes de lo s mismos han de ser remividas por medio 

de un adecuado tratamiento al calor. Las empalmes p-n muestran 

fuerte pérdida de corriente como resultado de lo s  inconvenientes 

citados; lo s  vo lta jes se ven fuertemente influenciados también. 

Finalmente, este método de implantación de iones requiere un equi­

po caro, complejo y lento.

Por lo  tanto, es objeto de l a  presente invención el pro­

veer un método simple y eficaz para l a  produccoón de microBesis- 

tencias de pequeña área de superficie, pero asegurando, por este 

medio, una gran escala de integración del 10.

Este objeto es obtenido, de acuerdo con la  pásente in­

vención, llevando a cabo por o sobre l a  base del procedimiento di 

difusión, con un proceso de pre-difusión a a baja temperatura 

proporcional, del orden de lo s  800S C y separación de lo s  átomos 

de impureza no difundida inicialmente por su transformación en 

una forma solhble en HF por calentamiento en una atmósfera oxi- 

dizante y una subsiguiente fase de tratamiento en una solución

- 4 -
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Por medio del método que se propine, es posible producir 

m icroresistencias de a lta  resisten cia , con un elevado grado de re 

sistiv id ad  por utilización  de todas la s  ventajas del método de di 

fuaión. Solucionando también el problema de amplio uso de microre

sisten cias de a lta  resisten cia en dispositivos microelectrónicos,

y en el M0S IC en particu lar.

Para mejor comprensión de la  presente invención, se des­

crib irá una ejecución típ ica  para l a  producción de microresisten­

cias de a lta  resistiv idad , en un tipo n de fina lámina de silicona 

por difusión de átomos de boro usando trióxido dibórico como fuen­

te de difusión.

Inicialmente la  superficie de la  lámina de silicona, me­

cánicamente pulida, es lavada según la  técnica común en el arte, 

y luego es lavada o limpiada en un baño de agua desionizada. La 

fina lámina lavada de esta manera, es después oxidizada y tratada 

según la  tecnología propia, y se le  practican ventanas para la s  

resisten cias de tamaños : 1 = 75/%? s W = 7t5/%i , y con un radio

medio en una proporción de l/w = 1 0 . Después de un nuevo lavado 

apropiado, la  lámina es colocada en un tubo de cuarzo en el cual 

se halla un pequeño recipiente conteniendo trióxido dibórico. El 

tubo es cerrado herméticamente y evacuado al vacío de 10 mmllg. 

Después se llev a  a l cabo una predifusión a 8l0C C por 30 min. , 

por medio del que lo s átomos de boro se difunden en una pequeña 

lámina sobre o de la  superficie limpia de silicon a. Oxígeno seco 

es intrdducido por alrededor de 3 - 4 min. para transformar lo s  

átomos no introducidos en una forma soluble en HF. La lámina de 

silicona es extraída del tubo en que se hallaba y colihcada en el 

baño HF: HgO : 1 : 10 para remover lo s átomos de boro oxidizado 

no difundidos. Cuando la  lámina se ha lavado en este baño de agua 

dasíonizada, luego es colocada en un tubo de cuarzo, cuando se ha 

extraído la  solución aeoa y se ha introducido vapor do agua para
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l a  oxidación de la  supercicie descubierta de silicon a. Este procer 

de oxidación se lleva a cabo a la  misma temperatura por especio dí 

unos 40 min. Como resultado, el jyojfal de l a  lámina de silicon a ct i 

su capa aislante de dióxido de silicon a, y el valor de resisten — 

cías producidas es de 120 kOhms medido entre sus dos extremos. La 

producción de a lta  resistiv id ad  de resisten cias de diferente valoi 

puede ser ejecutada por combinaciones apropiadas de temperaturas 

y por la s  duraciones de la s  predifusiones, difusiones y oxidación.

El método descrito de acuerdo con la  presente invención 

permite la  producción de resisten cias de a lta  reástib ilidad , con 

un área de pequeñísima superficie. Tienen aplicación en todos lo s 

terrenos de la  microelectrónica y especialmente en la  producción 

de LSI, circu itos integrados; y su producción teonólogica es tam­

bién y siempre compatible con la  tecnología empleada en la  produc­

ción de circu itos integrados, y puede ser adácuadamente incluida 

en lo s procesos de producción. Por ejemplo, la  antes descrita pro­

ducción tecnológica puede ser usada en circu itos bipolares en lo s  

casos en que se requieran a lta s  resisten c ias, por ejemplo, en c ir ­

cuitos de micropotencias o en otros circu itos sim ilares. La misma 

técnica puede ser también usada para l a  producción de m icroresis- 

tencias su erminiatura de a lta  resistiv id ad , separadamente o com­

binada en grupos convenientes de pequeños núcleos semiconductores 

y conevtadas por nedio de termocompresión, o por otra técnica, en 

circu itos híbridos u otra clase de circu itos en miniatura. Se obt:.e 

nen ventajas substanciales usando este metido en la  planificación 

y producción de HOS IC y HOS LSI IC como por ejemplo: posibilidad 

de trabajar a pequeños vo lta jes de alimentación; producción de lo¡¡ 

MOS IC de a lta  nivelación; seguridad respecto a lo s  v o lta je s ; p o- 

sibulidad de producir circu itos de a lta  velocidad o rápidos, y al - 

ta  producción y realización-.

Finalmente, tras lo  descrito sólo resta  señalar que en 

la  presente invencón caben cuantas maneras de ser llevada a la
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realización, como sean posibles, sin que se altere  la  esencia de 

lo doscn.to.

NOTA - Descrito suficientemente lo  que antecede sólo resta  señalar 

que lo que se declara propio y nuevo del so licitan te  es lo conte­

nido en la s  siguientes:
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REIVINDICACIONES:

1 - Procedimiento para la  producción de microresistencias 

de gran resistiv idad  de difusión, caracterizado por el hecho de 

comprender la s  siguientes operaciones: Lavado de la  superficie de 

una lámina fina semiconductora de un tipo dado de conductividad; 

predifusión en un baño fuerte procedente de una fuente de átomos 

de impurezas, dando a s í un tipo de conductividad opyesto, remo­

viendo la  impureza de lo s átomos no difundidos, de una superficie- 

de silicon a; llevar seguidamente una acción de difusión por ca­

lentamiento de la  fina lámina en una atmósfera inerte, y oxidando 

su superficie con fines de su debida aislamiento, en el cual la  

predúfusión es llevada a cabo a una temperatura re la tiva  y propor 

cionalmente baja, de un orden de 8008 C, y se lleva a cabo la  re- 

mocióm de lo s átomos de impureza, no introducidos,efectuada in i 

cialmente, en una atmósfera oxidante, con v ista s  a transformarlos 

en una forma soluble en baño fuerte de HF.

2 - Procedimiento, según reivindicación 18 caracterizadc 

porque después de la  difusión y aislamiento antes citados, y adi­

cional terminado, la  resistiv idad  deseada es llevada a efooto poi 

medio de oxidación, obteniéndose por medio de ésta.

3 - PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE MICRORESISTENCIÁS



Todo según se describe en la  presente memoria que consta

de ocho hojas fAliadas y e scritas por una sola cara con ciento no­

venta lin eas.

Madrid 4 de enero de 1$71.
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